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OEM:Valvo Transistor 2N4870 Datasheet

2 N 4870

SILIZIUM - PN - UNIJUNCTION - TRANSISTOR

fiir Impulsgeber und Zeitschalter
und zur Stewerung von Thyristoren

Mechanische Datent

Gehluse: Kunststoff,
JEDEC TO-92 B‘

MaBangaben in mm.
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Kurzdaten:
Emitter - Basis 2 - Spannung 'UEBE = mAX. i v
Emitterstrom, Spitzenwert Ip y =max. 1,6 A
Gesamtverlustleistung bei & $ 2s% Pio¢ = max. 300 =W
Sperrschichttemperatur IIJ = max. 125 “C
Statischer Interbasis - Widerstand

bei UBZB!. =3V, 1.'l = 0 IBE = 6,0 ki
Emitter - Restspannung

bei Unznl = 10 'l".. Ix = 50 mAz uBnl-.t- 2,8 L
Talpunkt - Emitterstrom Ipy = & {3 2) mA
Hickerpunkt - Emitterstrom IE P = 1 I:: 5) pupaA
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2N 4870

Absolute Grengwerte: (giiltig bis ¢, :n:r.]
Emitter - Basis 2 = Sperrspannungsg -'I.IIIE = maX. o v
Interbasis - Spannung: Unam = MAX. B v
Emitterstrom; Mittelwerts lx Ay = max. 50 miA
Emitterstrom, Spitzenwert,
bei f = 10 He, vy & 0,01 Ipy =max. 1,6 A
Gesamtverlustleistung bei t.“ s 25”cy rt“ = max. J00 mW
Sperrschichttemperaturs IIJ = max. 1258 °C
Lagerungstemperatur;: Il'5 e min. -65 °C
o = max. 150 °c
Wirmewiderstands
gwischen Sperrschicht und Umgebungs l“ v s 0,33 K/ /mW
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Kennwerte: bei 'U = EI!-“C, sofern nicht anders angegeben
Statischer Interbasis - Widerstand

bei Up,p, = 3V, I, = 02 Ryp = 6,0 (4,0...9,1) k&

Temperaturkoeffizient
des statischen Interbasis-Widerstandes

bei Up,. =3V, I,=0, ou--un”.uau'{:. L - = 0,1...0,9 /K
Emitter-Reststrom <

bei -U’m = 30 V, Iﬂl = Oz -113! 0o " 0,008 (= 1,0) pa
Emitter-Restspannung

bei Upgpy = 10 Vs Ip = 50 mAs Ukt sat ® t.¢ v
Modulierter Interbasisstrom

bei ulﬂﬂl = 10 V, I‘ = 50 mi Ilﬂ md * 15 mi
Ein - Aus - Verb&ltnis 1)

bei UBEII = 10 Vi n = 0,86...0,78
Hickerpunkt - Emitterstrom

bei U,y = 25 Vi Iy p = 1,0 (25,0) ua
Talpunkt - Emitterstrom

bei Ug,p: = 20 V, Ry, = 100 Qi Iy = 5,0 (22,00 mA

Basis 1 - Impuls-Ausgangsspannung = 6,0 fa 3,0) v
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) n = (Ugp-Upy, )/Upgp
mit UEP = Hickerpunkt - Emitterspannung
UEBI. = Emitter - Basis 1 - DurchlaBspannung, ca. 0,5 V bei 10 pA
UBEIII = Interbasis - Spannung
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